SCE 535 bis 540 Silizium-Epitaxie-Planar-NF-Transistoren
: * In Entwicklung *
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MaBbild mit AnschluSbelegung
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SCE 535/637/639-npn-, SCE 536/538/540-pnp- - Silizium-Epitaxie-Planar-NF-Transistoren
fiir allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und Aufsetztechnik

Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

SCE 535/536 SCE 537/538 SCE 539/540 Einheit

’UCBOJ 45 60 100 \
|UCE0 45 60 80 \'
IUEBOI 5 5 5 v
]IC| 1 1 1 A
IICM] 1,5 1,5 , A
|IB| 0,2 0,2 0,2 A
Py ot 1 1 W
(r, = 25 o)

Tj 150 150 150 ag
T, -55 bis 125 -55 bis 125 -55 bis 125 oC

1) Transistor auf Keramiksubstrat 0,7 em diek, 2,5 em® Fldche



Statische Kennwerte ('I‘E1 = 25 °C)

SCE 535/536 SCE 537/538 SCE 539/540 Einheit
|U(BR)C]'30 | 45 60 100 v
(|IC|= 1 mA)
IU(BR)CEO | 45 60 80 \'
(|15 ]= 50 mA)
IUgr)EBO! ) 0 0 i
(Jig|= 10 pA)
Iogo | < 100 < 100 < 100 nA
(|Uqgl= 30 V) |
1UGgat < 500 < 500 " S 500 my
(|15]= 500 mA,
|1,]= 50 mA)
B < < <
U psat | S g8 = 1,3 = 1,8 v
(|15 |= 500 mA,
1, |= 50 ma)
Uggl 1 £ S v
(JUggl= 2V,
_ 1)
|15 |= 500 mA)
hy g > 25 > 25 > 25
(|0egl= 2 Vl’)
|IC|= 5 mA)
(|Uggl= 2V,
|IC|= 150 mA)l)
Gruppe A 40 bis 100 40 bis 100 40 bis 100
Gruppe B 63 bis 160 63 bis 160 63 bis 160
Gruppe C 100 bis 250 100 bis 250 100 bis 250
(|U =2V 1) impulsméBige Messung,
Yl ) t = 300 ps, t /T = 0,01
15 |= 500 mA) P P i

Dynamische Kennwerte (T, = 25 °C)

f = 20 MHz)

SCE 535/536 SCE 537/538 SCE 539/540 Einheit
fT > 50 > 50 > 50 MHz
([Ungl= 10V,

]IC|= 50 mA,




